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【手続補正書】
【提出日】令和2年3月31日(2020.3.31)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１乃至第３の電極と、第１乃至第５の絶縁層と、第１の酸化物半導体層および第２の
酸化物半導体層と、を有し、
　前記第１の絶縁層は、前記第１の電極の上にあり、
　前記第２の絶縁層は、前記第１の絶縁層の上にあり、
　前記第３の絶縁層は、前記第２の絶縁層の上にあり、
　前記第１の酸化物半導体層は、前記第３の絶縁層の上にあり、
　前記第２の酸化物半導体層は、前記第１の酸化物半導体層の上にあり、
　前記第１の電極、前記第１の絶縁層、前記第２の絶縁層、前記第３の絶縁層、前記第１
の酸化物半導体層、および前記第２の酸化物半導体層は、それぞれが互いに重なる領域を
有し、
　前記第２の電極は、前記第２の酸化物半導体層上で前記第２の酸化物半導体層と重なる
領域と、前記第２の絶縁層上で前記第２の絶縁層と重なる領域と、を有し、
　前記第３の電極は、前記第２の酸化物半導体層上で前記第２の酸化物半導体層と重なる
領域と、前記第２の絶縁層上で前記第２の絶縁層と重なる領域と、を有し、
　前記第４の絶縁層は、前記第２の酸化物半導体層と重なる領域を有し、
　前記第５の絶縁層は、前記第４の絶縁層の上にあり、
　前記第２の酸化物半導体層は結晶性を有するトランジスタ。
【請求項２】
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　第１の電極を形成する工程と、
　前記第１の電極を覆う第１の絶縁層を形成する工程と、
　前記第１の絶縁層上に第２の絶縁層を形成する工程と、
　前記第２の絶縁層上に第３の絶縁層を形成する工程と、
　前記第３の絶縁層上に第１の酸化物半導体層を形成する工程と、
　前記第１の酸化物半導体層上に第２の酸化物半導体層を形成する工程と、
　前記第１の酸化物半導体層および前記第２の酸化物半導体層を島状に加工する工程と、
　一部が前記第２の酸化物半導体層の一部と重なる第２の電極および一部が前記第２の酸
化物半導体層の他の一部と重なる第３の電極を形成する工程と、
　前記第２の酸化物半導体層を覆う第４の絶縁層を形成する工程と、
　加熱処理を行う工程と、
　前記第４の絶縁層上に第５の絶縁層を形成する工程と、を有し、
　前記加熱処理を行う工程から前記第５の絶縁層を形成する工程までを大気に曝すことな
く行うトランジスタの作製方法。
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